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【概要】薄膜トランジスタ(TFT)はスイッチング素子としてフレキシブルデバイスへの応用が期待されてい

る。ゲート絶縁膜に用いられる二酸化ケイ素(SiOx)は化学気相堆積(CVD)法により成膜され、良

好な膜質を得るには 400℃程度の成膜温度が必要である。しかし、プラスチック基板上に作製す

るフレキシブルデバイスへでは、低温(≦150℃)形成可能なゲート絶縁膜が求められる。ゲート

絶縁膜の低温形成は、様々なアプローチが行われており、プラスチック基板上に低温形成した

TFTも報告されている[1]。しかし、高い移動度と良好な信頼性を兼ね備えた TFTの発表は少な

い。本研究では陽極酸化法により低温形成が可能であり、高い比誘電率を持つ酸化アルミニウム(Al2O3)をゲー

ト絶縁膜に用い、150℃以下の低温プロセスでIGZO TFTを作製し、伝達特性及び信頼性評価を行った。 

【実験方法】4インチガラス基板上にゲート電極としてAl:NdTiを成膜後、陽極酸化法を用いてゲート絶縁

膜であるAl2O3を60 nm形成した。そのあと1時間のアニール処理ならびに酸素プラズマ処理を行い、チャネ

ル層として水素化IGZO:H (In:Ga:Zn=6:2:1 at.%)を20 nm成膜し、1時間のアニール処理を行った。保護膜とし

てSU-8を塗布し、Mo/Al/Moソース・ドレイン電極を形成した後、150℃でポストアニール処理を行った。パ

ターン形成はフォトリソグラフィ法を用い、チャネル幅66μm、チャネル長22μmである。 

【実験結果】Fig.1.に作製した IGZO:H TFTの伝達特性を示す。電界効果移動度24.0 cm2V-1s-1、閾値電

圧–0.84 V、S値 0.19 V/dec.、ヒステリシス 0.22 Vの優れた特性を得た。Fig.2.に正バイアス熱

ストレス信頼性(PBTS)試験の結果を示す。ストレス温度を室温~100℃で変化させ、ゲート電圧

+12 Vを 104秒間印加した際のしきい値電圧シフト(ΔVth)のストレス時間依存性である。室温で

のストレス印加では、104秒後のΔVthは 0.21 Vと優れた信頼性を示した。温度加速下では、ス

トレス時間が～103秒までは Vthは負にシフトしたが、～103秒を超える領域では正シフトが見ら

れ、ストレス温度の増大とともにこの傾向は顕著になった。この Vthシフトのメカニズムについ

ては現在解析中であり、詳細は当日報告する。今回の結果は、陽極酸化法により形成した Al2O3

がフレキシブルエレクトロニクス用の低温形成酸化物TFTにおいて重要なゲート絶縁膜材料であると言える。 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.1. TFT transfer characteristics      Fig.2. The results of a positive bias temperature stress test 
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